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μG環境はペプチドを擾乱から解放する
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ペプチド溶液
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拡散によるゆっくりとした
ペプチド供給

＜微小重力環境＞

平面拡散

平面拡散

＜地上＞ 拡散＋対流による速い
ペ プ チ ド 供 給

ステップ部分以外でのペプチド配列安定化

基板付近でのペプチド
濃度勾配
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ランダム/-シート転移

二次元的な会合
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繊維成長

ランダムコイル
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ナノ構造上CMP

i-GaN 2.3m  
760Torr  1130℃

ペプチド及びCMP加工
SiC 基板

G3639：直接成長
成長前基板洗浄

1. 超音波有機洗浄(アセトン，IPA)

2. HF（2.5%水溶液 1分間
3. 硫酸過水溶液
（硫酸：過水=4：1 5分間）

4. HF（2.5%水溶液1分間）

ナノ構造上にGaNを成長させました

ナノ構造に沿った
特異な成長
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GaN種結晶基板成長計画(最速)

SiC基板CMP
(2inch)

2014/2月末

ペプチド成長
2014/3月初頭

イオン照射
2014/3月中旬

E‐Lab                               K‐Lab                                E‐Lab                               

GaN成長
2014/3月下旬

デバイステスト
2014/4月初頭

全体評価
2014/4月中旬

マルチビジネス創成センター 大陽日酸殿他企業含む
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結言

• 素材電荷配列を活かしたものづくりに成功

今後

GaN成長によって省エネ社会を実現する企業と
の共創によって、ISS発ものづくりを価値化する
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